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Résumé:

Les semiconducteurs a base des composés IlI-V ont permis un essor considérable
des performances des dispositifs optoélectroniques Notre intérét est dédié au
semiconducteur ternaire InGaAs (alliage de deux binaires GaAs et InAs) qui prouve
son aptitude a étre parfaitement accordé aux technologies GaAs et InP tout en
dépendant de la composition en indium. L’élaboration des couches InGaAs pour des
concentrations d’indium s’écartant de I'accord paramétrique entre InGaAs et InP était
notre objectif principal afin d’ajuster leur luminescence et leur propriétés structurales et
électriques et examiner leur potentiel dans la détection infrarouge et dans la
télécommunication par fibres optiques.

Ce travail vise a étudier théoriquement et expérimentalement les parametres physiques
de telle structure InGaAs/InP pour optimiser les performances des détecteurs IR.
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